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概要（目的・用途・実施
内容）
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医用画像診断装置は臨床現場において不可欠なものとなっている。その画像の性能
にはこれらの放射線を計測するための放射線検出器の性能に大きく依存する。本課
題は高解像度と高いエネルギー分解能に寄与することが可能な医用画像モダリティ
用の半導体検出器の開発に関するものである。半絶縁性ヒ化ガリウム（Semi-
insulation Gallium Arsenide、以下、SI-GaAs）は工業的な利用性と性能に関する
潜在的可能性に富んだ放射線検出器用材料である。我々はSI-GaAsウエハの両面に
オーミック・ショットキーそれぞれのタイプの積層金属電極膜を形成し、さらにハ
ンドリング性の向上などを目的とする不動態層で電極面を保護した検出器のサンプ
ルデバイスの作製を試みた。

実験
Experimental

Double sided strip（DSS）タイプのSI-GaAs検出器のサンプル作製を試みた。この
デバイスはSI-GaAsウエハ（センサ面積：≈ 20×20 mm2）の表・裏の両面にDSS電極
（各面に直行する短冊状（ストリップ）の電極群を設けた電極）を形成することで
形成されている。各面の電極は異なった積層金属電極構造をしており、一面
はGe/Au/Ni/Auの構造のオーミックタイプの電極、もう一面はTi/Pt/Auの構造を
持つショットキー電極である。いずれの面においてもストリップ電極は200 μmピッ
チで配列しており、各ストリップの幅は180 μmである。また、不動態層にはSiO2

によって形成した。この層は表面・裏面両面の電極を覆うように形成され、信号の
引き出しのためのスルーホールが設けられている。このスルーホール部には金のパッ
ドが設けられた。

結果と考察
Results and Discussion

ドライエッチングをベースとしたプロセスに基づいてストリップ電極を一定の歩留
まりで形成することに成功した。この結果には２層レジストを活用したことが貢献
しているものと推測される。また、作製したサンプルの電気的特性について行った
初期評価においては、電極がショットキー接合を形成していることを示唆する整流
性が確認された。
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